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の時間分解能を 290 ps まで引き上げることができ、ナノ空隙を測定できる低速陽電子ビームラインの開発に
成功している。
(2) ポリハイドロキシスチレン/ポリスチレン多層膜における陽電子寿命測定を行い、 VEPFIT プログラムを利用し
てポリスチレン層の表面からバルクにかけてオルソポジトロニウムの強度変化を解析することにより、表面と
バルクにおけるポジトロニウム形成に違いが生じることを明らかにしている。
(3) ポリメチルフェニルシラン薄膜における金蒸着過程は欠陥構造形成を引き起こすことを明らかにし、そのナノ
空隙は金蒸着過程によってナノ空隙サイズに変化は生じないものの、ナノ空隙数が増加することを、直接空隙
を測定することによって明らかにしている。
性) 高分子多層膜に対し行われた陽電子消滅ドップラー拡がり測定により得られる消滅ガンマ線エネルギースペ
クトルを解析することにより、金を蒸着することによってナノ空隙数の増加したポリメチルフェニルシラン層
内において、陽電子にとってトラッピングサイトとなる新たな界面領域が形成されることを明らかにしている。
以上のように、本論文は低速陽電子ビームラインの開発、また高分子多層膜における界面に関するナノ空隙につい
ての重要な知見を得ている。これらの成果は高分子薄膜の高機能化への応用展開が期待される。よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
